PROPIEDADES OPTICAS DE SEMICONDCTORES (48 hrs.)
Profesor: Dr. Victor M. Sdnchez Reséndiz

OBJETIVO: El propdsito del curso es proporcionar al estudiante una visién general de los
fendmenos fisicos que resultan de la interaccion entre la radiacion electromagnética y atomos
en un semiconductor.

Contenido:
TEMA 1: CONSTANTES OPTICAS DE LOS SOLIDOS.

1.1 Relacién entre las constantes dpticas y eléctricas de los sélidos.
1.2 Coeficiente de reflexidon en incidencia normal.

1.3 Reflexién en incidencia oblicua.

1.4 Transmisién en incidencia normal.

1.5 Efectos de interferencia.

1.6 Transmisién en incidencia oblicua.

1.7 Elipsometria.

TEMA 2: ABSORCION.

2.1 Introduccién

2.2 Dispersién y absorcion por portadores libres

2.3 Teoria elemental de estados debido a impurezas

2.4 Excitones

2.5 Par aceptor-donador

2.6 Teoria de transiciones cuanticas (perturbaciones dependientes del tiempo)
2.7 Regla de oro de Fermi

2.8 Absorcion intrinseca de la luz por semiconductores

2.9 Calculo del coeficiente de absorcién intrinseco de un semiconductor
2.10 Absorcidn por transiciones indirectas

2.11 Absorcion debido a bandas de impurezas

2.12 Absorcion de luz por estados localizados

2.13 Absorcion por la red.

TEMA 3: EMISION DE RADIACION EN SEMICONDUCTORES.

3.1 Introduccién.

3.2 Velocidad de recombinacion.

3.3 Tiempo de relajacién y de vida

3.4 Eficiencia cudntica interna de emisién.
3.5 Relacion de Van-Roosbroeck-Shokley.
3.6 Recombinacién radiativa banda a banda.
3.7 Transiciones directas e indirectas.

3.8 Autoabsorcién.

-



3.9 Recombinacién radiativa a través de estados localizados.
3.10 Recombinacion a través de niveles poco profundos.
3.11 Transiciones hacia niveles profundos.

3.12 Corrimiento de Frank-Condon.

3.13 Transiciones donador-aceptor.

3.14 Recombinacion entre pares mas proximos.

3.15 Recombinacidn no-radiativa.

3.16 Efecto Auger.

3.17 Recombinacién superficial.
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